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Работа посвящена исследованию процессов блистерообразования в многослойных пленках AlN/Si3N4 последовательно облученных высокоэнергетическими ионами Kr (1,75 МэВ/нуклон) и низкоэнергетическими ионами He (40 кэВ). Многослойные пленки AlN/a-Si3N4 формировались методом реактивного магнетронного распыления при температуре 500°C. Толщина элементарных слоев кристаллических AlN и аморфных Si3N4 варьировалась от 2 до 10 нм. Растрово электронно-микроскопические исследования многослойных пленок AlN/Si3N4, облученных только ионами He, показали, что уменьшение доли кристаллических слоев (отношение толщины кристаллического слоя AlN к сумме толщин кристаллического AlN и аморфных Si3N4 слоев) приводит к росту критической дозы блистерообразования от 3(1017 (для мононитрида AlN) до 1,1(1018 см-2 (пленки AlN/а-Si3N4 (2 нм/5 нм)), а также уменьшению поверхностной эрозии многослойных пленок. Обнаружено, что последовательное облучение ионами Kr и He приводит к увеличению степени эрозии поверхности многослойных пленок AlN/а-Si3N4 по сравнению с пленками, облученными только ионами He. Увеличение дозы облучения ионами Kr также приводит к повышению поверхностной эрозии многослойных пленок. В работе рассматриваются механизмы влияния дозы и толщины кристаллического и аморфного слоя на эрозию поверхности многослойных пленок AlN/а-Si3N4.


